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B1 2.60 3.00 0 0° 8°

11



BRIm = 5F 1

LORY Semiconductor

LR8341A &%
Oct-2022-REV.D

HEfE R (SOT89-3)

Al

5 =T —
2 ;L, ’
, | | 1] [ ]
3 7~
7N 7N
- /N (mm) | &K (mm) . £/ (mm) 2R (mm)
A 4.40 4.60 B3 0.82 0.83
A1 1.65 1.75 C 1.40 1.60
A2 2.95 3.05 C1 0.35 0.45
A3 0.35 0.45 2] 6°
A4 0.43 0.53 61 3°
A5 0.35 0.45 62 6°
B 2.40 2.60 63 3°
B1 4.05 4.25
B2 0.82 0.83

=

R
L ARWEFEDS, AASATIEE, SRR M0 N RA T

12



	1 产品特点
	2 产品应用
	3 产品描述
	4器件信息
	5 版本历史
	6 引脚定义和功能
	7 功能框图
	8 电气特性
	8.1 极限参数
	8.2 ESD 
	8.3 电气参数

	9 特性曲线 （除非特殊说明CIN=COUT=1uF，TJ = 25°C.）
	9.1输出电压线性特性 
	9.2输出电流能力
	9.3静态电流温度特性 
	9.4最小输入压差温度特性

	10  应用信息
	10.1 外部电路
	10.2 热注意事项
	10.3功耗计算
	10.4电流保护功能

	11 应用方案
	11.1 基本应用电路
	11.2 扩展输出电压应用电路
	11.3 扩展输出电压应用电路2
	11.4 高输出电流正电压稳压应用电路
	11.5 恒流源输出应用电路
	11.6 双通道输出应用电路

	12 Layout 指导
	13 封装信息 (SOT23-3L)

